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本研究は動物の神経系での情報処理を模倣した信号情報処理デバイスの作製を目的とし

ている。動物の中枢神経系では、ニューロン間のシナプスでの接続の長期増強・抑制が記憶

や学習といった高次機能にとって重要であるとされている。例えば、長期増強では、ニュー

ロンへの刺激によって興奮性シナプス後電位が保持され、刺激の印加回数が増えていくに

つれてニューロン間の接続が徐々に増強される。このようなシナプス可塑性の特徴に似た

性質を示すデバイスとして、強誘電性電界効果トランジスタ  (ferroelectric field effect 

transistor;Fe-FET) が挙げられる。著者らは Fe-FET において興奮性シナプス後電位と似た挙

動を観測している[1]。今回は、このシナプス可塑性が高分子両性電解質（polyampholyte;PA）

ヒドロゾルを用いたサイドゲート型 FET においても観測可能なのかどうかを調査した。FET

デバイス素子は、アニオン性のモノマーである NaSS(p-スチレンスルホン酸ナトリウム)と

カチオン性のモノマーである MPTC(3-(メタクリロイルアミノ) プロピル-トリメチルアン

モニウムクロリド)をモノマーとする高分子両性電解質ヒドロゾル[2]を誘電体として、

regioregular poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) [RR-

P3HT]を半導体として用いて作製した。デバ

イス構造とヒステレシス効果をもつ FET 特性

を Fig.(a),(b)に示した。さらに、ゲート部分に

パルス列を印加した際の出力値の変化を測定

したところ、興奮性の挙動と抑制性の挙動の

二つが観測できた。現状では、これらの作り

分けには成功していないが、高分子両性電解

質ゾルを誘電体として用いた side-gate 型

FET においてもシナプス可塑性の模倣が可

能であることを示している。 
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Figure. Device structure of the side-gate FET using RR-

P3HT and PA hydrosol(a), FET characteristic(b), pulse 

response measurement of excitatory(left inset) and 

inhibitory behaviors(right inset). 
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